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(54) Verfahren und Vorrichtung zur galvanischen Beschichtung von Substraten und Solarzellen

(57) Es wird eine Vorrichtung zur galvanischen Be-
schichtung von Substraten, insbesondere von Solarzel-
len beschrieben. Die Vorrichtung weist ein Reservoir (12)
mit einer elektrolytischen Beschichtungsflüssigkeit (13)
sowie eine untere Transporteinrichtung (40) und eine
obere Transporteinrichtung (30) für das Substrat (1) auf.
Eine Transporteinrichtung weist Mittel (20, 21, 24, 32)
zum Kontaktieren und Anschließen des Substrats (1) an

eine Spannungsquelle (21) auf. Mindestens eine Trans-
porteinrichtung (30) weist mindestens einen Tampon
(41) aus einem saugfähigen Material (44) auf. Ferner
sind Mittel vorgesehen, so dass der Tampon (41) elek-
trolytische Beschichtungsflüssigkeit (13) aufnimmt und
die zu galvanisierende Oberfläche des Substrats (1) kon-
taktiert. Es wird auch ein Verfahren zur galvanischen Be-
schichtung von Solarzellen beschrieben.
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